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トポロジカル物質におけるバンドトポロジーの決定は、真空紫外領域の励起光を用い

た表面敏感な角度分解光電子分光 (ARPES) を利用した表面状態の観測と第一原理計算

との比較を通して行われてきた。本研究で我々は、これまでに行われてきたこの間接的

なバンドトポロジーの決定ではなく、軟 X 線領域の放射光を組み合わせたバルク敏感 
ARPES (SX-ARPES) による直接的なバルクバンドトポロジーの決定に世界で初めて成

功した [1] 。SPring-8 の高輝度軟 X 線固体分光ビームライン BL25SU で開発された 
SX-ARPES を用いて、セリウムモノプニクタイド CeX (X=P, As, Sb, Bi) に注目して、ス

ピン軌道相互作用による系統的なバルク電子構造の変化を調べた。その結果、バンド反

転に伴うトポロジカル相転移を直接的に観測する事で、トポロジカル相図を実験的に決

定した（図 1 ）。この実験により、放射光 SX-ARPES を用いたバルク敏感な測定がトポ

ロジカル物質相の直接的なプローブとなる、軟 X 線の新しい有用性を示した。 
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図 1: バルク敏感 SX-ARPES で捉えた CeX (X=P, As, Sb, Bi) の系統的なバルク電

子構造の変化と実験的に決定したトポロジカル相図。 
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